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Тонкие полупроводниковые пленки системы  Ge2Sb2Te5(GST) успешно применяются в 

устройствах с фазовой памятью (PhaseChangeMemory или PCM), в частности, в оптических 

дисках различных форматов, например, DVD-RW, Blu-Ray. Параметры записи информации 

зависят от структуры пленок, которая, в свою очередь, определяется  технологией их 

получения. 

В докладе приводятся результаты исследования трансформации структуры 

наноразмерных пленок Ge2Sb2Te5при изменении мощности  и длительности лазерного 

облучения.  

Пленки Ge2Sb2Te5 толщиной ~100 нм получались методом ионно-плазменного 

высокочастотного магнетронного распыления в атмосфере аргона.Структура пленок 

изучалась insitu с использованием методаРамановской спектроскопии. Источником 

возбуждения являлся He-Ne-лазер с длиной волны λ = 633 нм. Диаметр облучаемой области 

на пленке составлял ~ 2 мкм. Мощность лазерного излучения (PL) изменялась от 0,81 mW до 

1,6 mW, длительность облучения (tL) - от 0,5 до 20 мин. Начальные параметры лазерного 

воздействия PL и tLподбирались так, чтобы зафиксировать исходную аморфную структуру 

пленок (PL=0.81 mW, tL≤1 мин).  

Установлено, что при минимальной PL=0,81 mW и изменении tLот 0,5 до 20 мин 

структура пленок последовательно переходит из аморфного в 

метастабильноекристаллическое состояниес кубической структурой (fcc), а затем в 

устойчивое состояние с гексагональной структурой (hcp). При фиксированном tL и 

увеличении PL от 0,81 до 1,6 mW структура пленок также переходит из аморфногосостояния 

в fcc, а затем в hcp. Однако при мощности 1,6 mWи фиксированном времени tL= 0,5 минв 

Рамановских спектрах проявляется  тонкая структура в виде дополнительных пиков, которая 

не наблюдается при изучении кинетики. При дальнейшемувеличении tLлазерного облучения 

пики, характеризующие тонкую структуру, исчезают. 

Таким образом в работе установлена возможностьэффективного управления фазовым 

составом наноразмерных пленокGe2Sb2Te5 при варьировании параметров лазерного 

воздействия. 

Исследования проведены по программе гранта AP05133499КН МОН РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


